
<반도체 재료－( 2 )구조재료(리드프레임) >

국내수요 성장성“강보합" 제품 국산
화로 경쟁력 강화
9 3년 국내 리드프레임(Lead Frame)의 국내수요는 내수 2 3 4 0억원, 수출 2 7 8억원 등 2 6 1 8억원선으로

지난해 대비 28.5% 증가한 것으로 나타났다.

9 0년 리드프레임 수요는 1 6 3 6억원으로 전년대비 10.5% 신장했으나 9 1년에는 3.3% 감소한 것으로 집

계됐다.

9 2년에는 2 0 3 7억원으로 28.8% 신장, 90년대들어 가장 높은 증가세를 나타냈다.

또한 9 0년 국산화율은 36.3% 였으나 현재 4 5 %선에 이르고 있고, 수입의존도는 9 0년 6 3 . 7 %에서 5 5 %

선을 유지, 크게 낮아진 것으로 집계됐다.

세계 IC 패키지생산현황 (단위 : 100만개)

구 분

Plastic DIP

Ceramic DIP

Q U A D

Ceramic Chip Carrier

Plastic Chip Carrier

S O

Ceramic PGA

Plastic PGA

Bare Chip

합 계

1 7 , 5 4 9

2 , 8 0 1

5 , 1 6 9

2 7 1

5 7 9

1 2 , 0 5 3

3 9 5

2 4 8

4 , 1 5 3

4 3 , 2 1 8

1 4 , 2 6 4

2 , 6 1 6

7 , 0 2 4

2 9 2

7 2 4

1 3 , 5 7 6

6 0 2

5 1 2

4 , 9 0 5

4 4 , 5 1 5

1 1 , 0 5 6

2 , 3 0 4

1 0 , 1 4 0

3 1 2

8 3 4

1 4 , 8 0 9

7 6 2

7 4 4

6 , 6 0 4

4 7 , 5 6 5

8 , 1 2 0

2 , 1 4 2

1 4 , 3 9 9

3 5 0

7 6 7

1 6 , 8 6 0

7 9 5

8 6 5

9 , 4 0 9

5 3 , 7 0 7

5 , 8 1 8

1 , 9 2 2

1 6 , 7 8 1

3 2 5

6 6 3

1 9 , 0 5 8

7 4 2

8 5 0

1 2 , 0 1 1

5 8 , 1 7 0

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

Lead Frame 국내수급 추이 (단위 : 억원, %, ▽는감소)

구 분 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 연평균성장률

수

요

공

급

국산화율

신 장 세

내수

수출

합계

생산

수입

합계

1 , 4 8 0

1 5 6

1 , 6 3 6

6 9 3

9 4 3

1 , 6 3 6

3 6 . 3

1 0 . 5

1 , 4 0 2

1 8 0

1 , 5 8 2

8 2 2

7 6 0

1 , 5 8 2

4 5 . 8

3 . 3

1 , 8 1 4

2 2 3

2 , 0 3 7

1 , 0 4 0

9 9 7

2 , 0 3 7

4 5 . 0

2 8 . 8

2 , 3 4 0

2 7 8

2 , 6 1 8

1 , 3 1 3

1 , 3 0 5

2 , 6 1 8

4 4 . 2

2 8 . 5

1 7 . 7

2 1 . 3

1 8 . 0

2 3 . 8

1 4 . 2

1 8 . 0

-

-

Lead Frame 소재

구 분 종 류 특 징 비 고 주요 MAKER 

C U계

N I계

S T E E L계

A194, A151로 대표되

며 각각의 M A K E R에

따라 많은 종류가 있다.

(주로 특허 합금임)

·ALLOY 42

·C R S

·저가

·양산성

·고전기 전도율

·고가

·고실뢰성

·저열팽창 계수

·주로 M E M O R Y

L C에 사용

·저가

·주로L E D에사용

전체 반도체의

6 0 % (층가추세)

전체의 3 0 %

(감소추세)

전체의 5 %

(증가추세)

·O L I N

·M I T S U B I S H I

·S U M T O M O

·Y A M A H A

·H I T A C H I

·D A I D O

·N I M I C O

·I M P H Y

·N I S S H I N

본딩와이어(Bonding wire) 시장추이

구분 단 위

세계

국내

1 0 0만달러

억k m

억원

1 0 0만k m

3 3 4

0 . 2

2 5 8

0 . 2

3 5 4

0 . 2 1

3 2 2 . 5

0 . 2 5

3 8 5

0 . 2 3

3 8 7

0 . 3

4 3 1

0 . 2 6

4 6 4

0 . 3 6

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4

세계Lead Frame 시장동향 (단위 : 100만달러, %)

구 분 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 연평균성장률

Stamped DIP IC

Stamped SMT IC

Etched IC

Stamped Discrete

합 계

Etched Frame 비율

3 8 0

3 1 4

2 2 6

3 1 0

1 , 2 3 9

1 6 . 2

3 4 2

3 7 0

2 7 0

3 3 1

1 , 3 1 3

2 0 . 6

3 3 0

4 4 3

3 0 5

3 5 3

1 , 4 3 1

2 1 . 3

3 1 5

5 6 6

3 4 5

3 7 7

1 , 6 0 3

2 1 . 5

7 . 2

2 1 . 5

1 7 . 0

6 . 7

9 . 0

Etched Lead Frame의주요기업현황(단위: 100만달러, %)

기 업 명 수 량

DAI NIPPON PRINTING(일본)

TOPPAN PRINTING(일본)

MITSU HIGH-TELN(일본)

QUALITY PLATERS LTD(HK)

S U M I T O M O (일본)

4 5 ( 2 0 )

4 0 ( 1 7 )

3 5 ( 1 5 )

3 0 ( 1 3 )

2 5 ( 1 1 )

주) (   )안은 점유율, 91년 기준



8 4년 국내 생산을 시작할 당시 국내 리드프레임 생산수준은 단순하고 가격이 저가였으며, 제품과 리

드수에 있어서도 2 8핀 이하인 제품이 7 0 %정도를 차지, 나머지는 수입에 의존하였으나 최근 기술도

입 및 자체개발을 통해 국내 생산 비중이 크게 높아지고 있다.

주 수입선은 세계 리드프레임 생산량의 40% 이상을 차지하는 일본의 Shinko, 미쯔이, 스미토모 등이

대표적인 기업이다.

수입품의 국가별 비중을 보면 일본 56%, 홍콩 27.4%, 미국 5.5%, 기타 11% 등을 기록하고 있다.

삼성항공은 S t a m p i n g·Etching 방식을 이용, IC용과 T R용 리드프레임을 생산, 내수에 치중했으나

올해는 투자를 확대하고 수출에 비중을 높인 것으로 알려졌다.

풍산정밀은 S t a - m p i n g방식으로 연 4 5억개 생산능력을 보유하고 있는데 9 3년에는 내수 2 0 0억원, 수출

1 5 0억원으로 3 5 0억원의 매출을 예상하고 있다.

삼남전자는 E t c h i n g방식을 이용, IC용과 T R용 리드프레임을 생산하고 있는데 현재 리드수 2 0 8핀을

생산·판매하고 있는 것으로 알려졌다.

세계 리드프레임 시장규모는 9 2년 기준 1 3억1 3 0 0만달러를 기록하고 있는데 일본이 40% 정도의 시장

점유로 선두를 지키고 있다.

일본은 금형기

술, 리드프레임

디자인기술, 설

비장비 등이

우수하여 H i g h

Pin 및 고부가

가치제품을 자

체적으로 개발,

양산하고 있을

뿐 아 니 라

E t c h i n g기술이

뛰어나 현재

3 0 0 P i n까지 개

발하고 있어

앞으로 세계

리두프레임 시

장을 계속 주

도해 나갈 것

으로 보인다.

반면에 동남아

지역에서는 홍

콩, 대만, 싱가

폴 등이 저가

품인 Low Pin

을 양산하고

있고 세계 리드프레임 시장의 1 6 %를 생산하고 있다.

리드프레임은 칩과 외부회로와의 접속, 방열, 외부로부터의 보호역할을 하는 구조재료로서 전기전도,

강도, 열전도 등의 특성이 우수해야 한다.

이러한 특성은 반도체의 집적도가 증대할수록 더욱 중요시되고 있다.

제조공정은 크게 나누어 금형으로 제조하는 S t a m p i n g방식과 Pattern 노광으로 제조하는 E t c h i n g방식

의 2가지가 있다.

S t a m p i n g방식은 주로 100Pin 이하일 경우에 사용하며 P i n수가 많아짐에 따라 정밀도가 높은

E t c h i n g방식을 이용한다.

W i r e의 Bonding 방법에따른분류

구 분 열압착법 초음파 접합법 병용( T H E R M O S O N I C )

WIRE 종류

접합부 크기

(WIRE 직경기준)

W I R E절달

장점

단점

기타

A U

1. BOND: 3.5-4배

2. BOND: 1.5배

수소 T O R C H

고전압

강도

방향성이 없다

거친면도 B O N D I N G가능

동일면 재B O N D I N G가능

공정이 간단

AU WIRE만 사용가능

표면 청정도에 민감

가열시 소자의 열화우려

금속간화합물로 인해 금속 열화

우려

고가이며 가격변동이 심하다

AU WIRE접합에는최대의 양산

성이 있다.

COMPUTER CONTROL가능

MONOLITHIC LSI에 적당

AU, AL

C A P I L L A R Y사용: 열압착과동일

W E D G E사용: 1.5-2배

C A P I L L A R Y

수소 T O R C H

고전압

가열이 필요없다

표면의 청정도에 민감하지 않다

AU, AL이외의W I R E도사용가능

금속간 화합물등 금속열화의 문

제강 없다

표면 조도에 민감

방향성이 있다

흡진성 기판에는 부적당

PROCESS CONTROL이 복잡

특히 AL WIRE에 적합

AL WIRE는 습기 중 열화에 대

책이 필요

A U

1. BOND: 3.5-4배

2. BOND: 1.5배

수소 T O R C H

고전압

열압착에 비해 저온, 저압력에

B O N D I N G가능

표면 청정도에 민간하지 않다.

방향성이 없다.

AU WIRE만 사용가능

약간의압력이 필요

열압착법에 비해

PROCESS CONTROL이 필요

PLASTIC PACKAGE에 적합



S t a m p i n g방식은 초고속생산으로 대량생산을 가능케하여 경제성에서 유리하나 초기개발 기간이 길고

금형재료의 강도 등에서 문제점이 있으며 미세 P a t t e r n형성에는 적합치 않는 것으로 알려져 있다.

Etching 방식은 미세화에 적합하고 납기도 짧은 반면 경제성과 양산성에서 뒤떨어지고 High Pin화

에 대응하기 위한 Mask 제조를 포함하는 가공 기술면이 아직 문제가 있는 것으로 나타났다.

리드프레임 재료의 종류는 42Alloy(42% Ni, Fe)계, 동계합금, 철계, Grid계가있으나 그중 90% 이상

을 4 2 A l l o y와 동계합금이 점유하고 있다.

철계의 가격은 동계의 1 / 4로 저렴하며 주로 L E D에 사용한다.

4 2 A l l o y는 열팽창이 적고 인장강도도 5 0 ~ 9 0 K G / m m 2여서 강도면에서 리드프레임 재료로서 신뢰성

이 높은 반면, 동계합금보다 2배 이상이 고가이며, 도전률, 방열성에 문제점이 있다.

동계합금은 역으로 가격의 저렴, 도전률 및 방열률은 높으나, 강도 및 열팽창에 문제가문제가 있어

고신뢰성이 요구되고 있으며 산업용 I C에서의 사용도가 적다.

그러나 최근 42Alloy 특질에 맞먹는

동계합금이 개발되어 이 신합금은

인장도가 5 0 ~ 8 0 K G / m m 2이상이 되

어, 신개발된 동계합금 리드프레임

이 산업용 I C분야에서 사용증대가

될 것으로 전망된다.

4 2 A l l o y나 동계합금 재료의 두께가

얇아져서 종래의 0 . 2 5 m m표준에서

D e v i c e발전의 고속화로 0 . 1 5 m m두께

로 되어가고 있으며, 앞으로는 계속

적으로 신뢰성 획득, 고강도화, 박

막화, 고전도화의 연구가 진행될 것

으로 전망된다.

한편, 국내의 개발현황을 보면 아남

산업이 P i n t수가 2 0 0개 이상인 첨단

리드프레임을 국산화했다.

아남산업은 지금까지 전량 일본으

로부터 수입해온 High Pin을 개발

했는데, 개발과정에서 특수 E t c h i n g

기술을 적용, 한장비에서 Q F P외에

도 TSOP, TQFP 등 다른 첨단 프

레임의 생산이 가능해 다품종소량

생산의 길도 열었다.

아남산업은 컴퓨터비젼 시스템을 이용한 무인화 생산라인을 구축, 200핀 이상의 첨단 리드프레임을

중심으로 리드프레임 생산능력을 9 3년말까지 3 0 0만개 수준으로 확대할 계획이다.

또한 삼성항공은 500Pin 이상의 첨단 리드프레임을 자체기술을 개발, 일본과의 극세가공기술의 격차

를 크게 줄였다.

삼성항공이 개발한 504 Pin 리드프래임은 E t c h i n g공법으로 1 0 0㎛두께의 니켈합금박판을 사용, 168㎛

에 리드간격을 실현한 고정밀·고밀도 표면실장용 Q F P제품으로 최근 수요가 크게 늘어나고 있는

추문형 반도체에 적용, 고기능 전자수첩·L C D·드리아브·인공지능 등 다양한 분야에 이용될 것으

로 전망되고 있다.

그러나 아직도 원소재의 국산화 미비로 소재의 외자의존도가 높고 일본에 비해 기술수준이 낮기 때

문에 이러한 문제를 해결해야 완전 국산화가 가능할 것으로 보인다.

본딩와이어

세계 IC 패키지생산현황 (단위 : 100만개)

구 분

에폭시 수지

경 화 제

경화 촉진제

충 진 제

이 형 제

난영화제

표면처리제

착 색제

개 질 제

노볼락형

비스페놀 A형

지환형

산무수물

페놀 노볼락

아민류

아미다졸 류

유기포스핀류

아민류

용융 실리카

결정 실리카

고급 지방산

왁스

B r화 에폭시

삼산화안티몬

실란계

카본블랙

특수가소화제

1 8

9

1이하

7 0

1이하

5이하

1이하

1이하

5이하

성형시의 유동성

경화물의 기계적, 전기적, 열적 성질등

의 기본 특성을 결정한다.

경화성, 보존 안정성을 결정한다.

경화수축, 열 팽창율, 열 전도율, 기계

적 성질 등을 조정한다.

이형성, 접착성, 날인성 등을 조절한다.

난연성(UL94 V-O)을 조절한다.

기계적 강도, 열적성질 등을 조절한다.

외관 및 변색 방지를 조절한다.

저응력화(저 탄성율화)

원재료명 역 할 배합비( % )



국내 본딩와이어(Bonding Wire)시장이 참여기업들의 적극적인 국산화 기술개발에 힘입어 국산품으

로의 대체가 활발히 진행되고 있으며 9 2년에 25% 정도의 신장세를 보인 것으로 나타났다.

관련기업에 따르면, 91년 본딩와이어 시장은 2 5 8억원이었으나 9 2년에는 25% 증가한 3 2 2억5 0 0 0만원

을 보였고 9 3년에도 20% 신장세를 보인 것으로 예상된다.

한편, 한국과학기술연구원( K I S T )에서 기술개발에 성공한 후 생산기술을 확보한 미경사와, 동양화학

이 독일의 H e r a u s와 합작설립한 헤라우스오리엔탈하이텍에서 국산품 대체기술이 활발히 진행돼 국

내 본딩외이어 수입량이 지속적으로 줄고 있는 것으로 나타났다.

9 1년 1 0 %의 점유율을 보인 수입품은 지난해 8% 정도로 낮아졌으며 이러한 추세는 올해도 지속된

것으로 전망된다.

세계 본딩와이어 시장은 9 1년 3억5 4 0 0만달러로 집계됐으며 올해는 지난해 대비 8.7% 증가한 3억

8 5 0 0만달러 규모의 시장형성이 예상되고 있다.

현재 세계 본딩와이어 시장은 일본의 다나까와 미쓰비시가 약 6 0 %를 차지하고 있으며 미국의

Seconmentul, American Fine Wire 등이30%, 독일의 H e r a u s가 나머지 1 0 %의 시장을 점유하고 있다.

본딩와이어는 반도체 칩과 이를 받쳐주는 리드프레임의 사이를 연결하는 가느다란 도선으로서 반도

체 구조재료중의 하나다. 즉, 본딩와이어는 패키지 내부에서 외부로 통하는 리드프레임과 I C칩과의

가교역할을 수행하는 생명선인 셈이다.

따라서 본딩와이어는 I C칩과의 연결을 위한 미세 선폭이 확보되어야 함은 물론 전기적 신호등을 완

벽히 전달해줄 수 있는 재료의 고순도성이 충족되어야 한다.

보통 5 N i n e ( 9 9 . 9 9 9 % )의 고순도성이 확보되어야 하며 선폭은 재료 및 용도에 따라 차이가 있지만

1 m i l과 1 . 3 m i l의 것이 주로 쓰인다.

본딩와이어는 순도가 높을수록 강도가 낮아지기 때문에 미량의 다른 원소(Dopping Material)를 첨가

하여 제품의 특성을 결정한다. 이는 중요한 기술로서 기업들간의 노하우가 되고 있다.

본딩와이어 소재는 주로 금이 사용되며 알루미늄을 비롯해서 최근 구리와 팔라듐을 사용하기도 한

다.

금선은 A l보다 약 4배 비싸지만 본딩속도가 A l선보다 2배 빠르기 때문에 양산성면에서 유리해 약

9 0 %이상 쓰이고 있다.

일반적으로 금선은 V L S I등 고집적 반도체에 이용되는 본딩방식인 초음파 열압착 방식을 사용하여

A l선은 Ball Bonding 기술에 의해 양호한 본딩을 할수 없어 초음파와 압력만을 이용하는 초음파 본

딩 장치를 사용한다.

반도체 칩의 본딩기술은 반도체 디바이스의 패드와 패키지의 외부단자와의 전기적 접속을 얻는 방

법에 의한 와이어 본딩이 주류를 이루고 있다.

L S I의 와이어본딩은 또한 A u와이어를 이용한 볼(열압착) 본딩과 A l－1% Si와이어를 이용한 웨지

( W e d g e /초음파)본딩으로 대별되며 패키지에 따라 구분되어 사용한다.

A u는 고가이며 가격변동이 심하다. 또 Au-Al 접합은 상호 확산속도가 빠르기 때문에 장시간 고열

에 방치되면 A u - A l금속, 화합물의 성장 및 카켄드 보이드의 발생에 의해 경시열화(이상저항, 강도

저하)할 염려가 있다는 등의 이유에서 A u의 대체금속으로서 Ag, Al, Cu의 볼본딩 기술의 개발이

활발하다.

이는 모두 대기중에서는 진구도가 높은 볼형사을 얻을 수 있기 때문에 Ar, Ar+H2분위기 중에서 볼

국내 E M C기업별현황 (단위: M/T, 1000달러)

구 분

고려화학

동진화성공업

합계

2 , 5 0 0

2 , 5 0 0

5 , 0 0 0

시설

증설중

5 , 8 0 0

8 5 0

6 , 6 5 0

7 , 5 0 0

1 , 5 0 0

9 , 0 0 0

생산능력 역 할 비 고

국내 EMC 수급현황및 전망 (단위 : 100만달러)

구 분 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

수

요

공

급

내수

수출

생산

수입

3 5

-

5

3 0

4 0

-

7

3 3

4 3

-

8

3 5

4 4 . 2

0 . 8

1 0

3 5

5 1 . 9

1 . 1

1 5

3 8

5 8 . 5

1 . 5

1 9

4 1

6 7

3

2 5

4 5

7 7

5

3 3

4 9



형성이 행해지고 있다.

봉지재료

봉지재료는 플라스틱과 세라믹으로 나눌 수 있는데, 플라스틱 봉지재의 대표적인 것은 E M C ( E p o x y

Molding Compound)로서국내 전체 봉지재시장의 7 0 %를 차지하고 있다.

반도체 봉지재인 E M C는 국내 자급도가 매우 저조한 것으로 알려져 있다.

9 2년기준 국내 E M C수요는 8 2 0 0톤으로 4 5 0 0만달러를 기록했는데 이중 8 0 %인 6 4 8 0톤을 수입한 것으

로 알려졌다.

국내공급은 고려화학과 동진화성에서 전체 수요의 2 0 %를 차지하고 있는데 고려화학 1 3 8 0톤, 동진화

성 3 4 0톤 등을 기록하고 있다.

이들 2개 국내 E M C생산기업들은 과거 화학계통에서 기술 축적을 이루어온 기업들로서 자체 연구

개발을 통해 생산하고 있는데 연간 생산능력은 각각 2 5 0 0톤씩인 것으로 알려졌다.

국내에 수입되는 E M C는 대부분 일본 제품인데 공급기업은 Nitto, Toshiba, Sumitomo, Hitachi 등이

다.

현재 국내에서 생산되고 있는 제품수준은 대부분 트랜지스터나 다이오드 등의 개별 소자용과 4 M

D R A M급을 생산하고 있고 기술수준은 16M DRAM용을 개발하는 단계에 있다.

향후 기존기업의 증설과 신규기업의 참여 검토로 자급도가 높아질 것으로 보이나 원자재인 실리카

를 일본에서 거의 전량 수입하고 있고 기술수준이 아직 낮은 상태이기 때문에 많은 어려움이 따를

것으로 전망되고 있다.

따라서 국내 기업들은 시설능력 증대를 위한 투자도 중요하지만 품질수준 향상을 위한 기술개발이

우선되어야 하며 외외품질인증을 획득할 필요가 있고 동남아 등지에 수출하기 위한 방법도 함께 모

색되어야 할 것으로 지적되고 있다. 

세계 반도체 봉지재의 약 8 5 %를 차지하고 있는 플래스틱재의 하나인 E M C는 연간 세계 수요가 7만

톤인 것으로 알려졌다.

그러나 원자재인 실리카를 일본에서 거의 전량 보유하고 있기 때문에 일본 기업이 대부분인데, 기업

별 세계시장 점유현황을 보면 일본의 N i t t o가 3 3 %를 차지하고 있고 Sumitomo 23% Hitachi 16%, 미

국의 Plascon 9%, 기타 19% 등을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

세라믹 패키지는 삼성코닝이 미국의 M P I사로부터 기술도입을 통해 양산시설을 갖추고 8 9년부터 생

산하고 있고 최근 미국의 반도체메이커로부터 인정을 받는 등 생산을 늘려가고 있다.

삼성코닝은 IC 패키지 제품중 E P - R O M용을 주력 기종으로 연간 1억 s e t를 제조하고 있으며 핵심소

재인 알루미나파우더도 연간 1 5 0 0톤씩 생산하고 있다.

그러나 국내 세라믹 D I P수요는 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.

관련업계에 따르면 지난 9 1년 9 3 3만 5 0 0 0달러의 수요를 보였던 C e r - D I P이 9 2년 9.8% 감소한 8 4 2만

4 0 0 0달러로 집계됐다.

특히 9 3년에는 전년대비 14.2% 감소한 7 2 2만8 0 0 0달러 정도로 예상되는데 이는 I C패키지 재료가 세

라믹에서 플래스틱으로 적극 대체됨에 따라 이를 사용할 경우 원가절감 폭이 커 채산성이 향상되기

때문으로 알려지고 있다.

현재 I C패키지 재료는 지금까지 플래스틱 재료가 세계 수요의 약 8 5 %를 차지해 왔으나 9 3년에는

9 0 %이상으로 확대될 것으로 전망되고 있다.

삼성코닝은 C e r - D I P을 생산하여 삼성전자·현재전자 등에 공급하고 있으며 점유율을 각각 1 5 % ,

85% 정도인 것으로 알려지고 있다.

세계 C e r - D I P수요는 9 1년 2 8억개 규모였으나 9 2년은 6.6% 감소한 2 6억개 규모로 집계됐다.

또 9 3년에는 9 2년대비 11.9% 감소한 약 2 3억개로 추정되는데 이러한 감소세는 앞으로 더욱 가속화

될 것이라는 분석이다.

한편 세라믹 패키지 시장점유율은 일본의 교세라가 60%, 스미토소 20%, 삼성코닝과 미국 M P T가

1 0 %를 보이고 있다.



반도체소자가 고집적, 고속, 고기능화로 발전되어감에 따라 다양한 패키지 기술개발이 필요하게 되

었는데 종래의 DIP 등의 삽입실장형에서 표면실장 형태로 변해가고 있다.

아울러 전자기기의 소형, 고성능화로 더욱 얇아지고 있다.

E M C는 E p o x y가 갖는 뛰어난 내습성 및 절록성뿐 아니라 금형을 이용한 일괄공정방식으로 자동형

성할 수 있기 때문에 패키지 공정의 제조원가를 기타 세라믹소재의 절반 수준으로 낮추어 채산성에

크게 기여하고 있다.

플래스틱 패키지는 일정량 이상의 수분이 침투할 경우 C r a c k이 발생하므로 패키지 마다에 미세한

흡습관리가 필요하고 이에 필요한 특성은 저흡수, 고강도, 고밀착, 저능력의 4가지이다.

플래스틱 봉지재는 열갓성수지와 열경화성수지의 경우 용융점이 높고 본딩와이어가 긴 조립품을 성

형하는 경우 본딩와이어가 끊어지거나 휘어지는 점, 내열성이 낮아 S o l d e r i n g시 내성이 없는 점, lead

와의 접착성이 약해 내습성이 나빠지는 점 등의 이유로 현재 채택되고 있지 않다.

열경화성수지는 용융점이 매우 낮아 본딩와이어의 구부러짐에 대해 이점이 있는점, 특히 l e a d와의

접착성이 좋아 내습성에 우수한 점, 재료의 개량이 용이한 점 등으로 사용되고 있다.

반도체의 봉지방법으로는 Transfer Mold가 주류를 이루고 있으며 인내성 신뢰성에 우수한 점, 외형

의 정밀도가 좋은 점, 대량생산이 가능한 점 등이 그 이유이다.

세라믹 패키지는 열방출특성이 우수하고 내열성, 고감파 특성 X선 차단효과 등이 우수하여 E P

R O M같은 고가의 Device 패키지로 사용되고 가격은 플래스틱의 1 0배 정도이다.

한편, EMC산업은 저수익성, 일본 선진기업과의 기술격차( M e m o r y의 경우 7년), 연구전문가 부족, 원

료확보 어려움, 공급설비부족 등이 문제점으로 지적되고 있다.

또한 품질의 신뢰도 및 일관성결여, 고부가가치 D e v i c e생산에 대한 생산기술 낙후 등의 문제가 있고,

습기에 강하고 S t r e s s가 적은 품질의 제품이 요구되는데 전혀 개발이 안되고 있는 실정이다.

따라서 국내 E M C산업을 발전시키기 위해서는 국내 U s e r의 국산품목 이용의지를 고양시켜야 하고

l e a d i n g기술개발을 추진해야 하며 연구 및 제조 전문가 양성, Pillar 및 Epoxy 등 Material 국내생산

유도, 사용자와 공급자와의 지속적인 기술협력 및 공동개발이 시급한 것으로 나타났다.

또한 원재료를 대부분 일본에서 수입하고, 믹싱하는 기술만을 첨부하여 제품을 만들어 내고 있는데

원자재의 개발부터 선행되어야 요구되는 품질의 E M C를 만들어낼 수 있는 것으로 지적되고 있다.
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